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Introducao

Heteroestruturas, sistemas contendo diferentes
semicondutores em direto contato fisico, tem sido
aplicadas em diversas é&rea por conta da
possibilidade do controle de diversas propriedades
de materiais semicondutores, tais como tais como
energia de banda proibida, massas efetivas e
mobilidade dos portadores de carga, entre outros.
Exemplos de suas aplicagdes: sensores de gases,
células solares, fotocatélise, dentre outras.

As propriedades de heteroestruturas dependem
largamente da morfologia dos materiais que a
compdem. A sintese simultdnea de dois materiais,
ou até mesmo a cristalizagao de um sobre o0 outro ja
cristalizado, é de dificil controle em termos de fase e
morfologia, uma vez que estes séo sensiveis a, por
exemplo, concentragdo de precursores, pH e forga
ibnica. Sendo assim, este trabalho teve por objetivo
verificar a possibilidade de obtengdo de
heteroestruturas a partir de particulas pré-formadas,
utilizadas aqui como “blocos de construgao”. Para
tal, foram selecionados os 6xidos TiO, e SnO,, pelo
fato destes apresentarem caracteristicas fisicas e
quimicas adequadas para  obtengcdo de
heteroestruturas.

Resultados e Discussao

A Figura 1 mostra os difratogramas de raio X dos
oxidos precursores. Por andlises de microscopia
eletrobnica e adsorcdo de N,, o tamanho das
particulas foi determinado em aproximadamente 20
nm e 5 nm, para o TiO; e SnO, respectivamente.
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Figura 1: DRX dos 6xidos precursores.
As heteroestruturas foram obtidas apds tratamento

hidrotérmico de suspensdao contendo ambos os
o6xidos em diferentes condigdes de tempo,
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temperatura e proporgéo entre estes. A migracéo de
carga entre os Oxidos, fator que caracteriza a
heteroestrutura, foi determinada pela capacidade de
formagdo de radicais OH durante irradiagdo UV
(kow)- Os resultados sdo mostrados na Figura 2.
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Figura 2. koy para diferentes condigdes de sintese.

Tratamento de suspensao contendo 20% em massa
de SnO, apresentou maior capacidade de geragao
de radicais ‘OH. TiO, puro tratado nas mesmas
condicbes de tempo e temperatura apresentou
menor valor de Koy quando comparado a mistura
TiO./SnO,. Este fato estd relacionado com a
formacdo das heteroestruturas e consequente
migragao de carga entre os 6xidos, ja que o SnO; é
inativo para a formacdo destes radicais nas
condigbes impostas.

Conclusoes

Uma vez que o desenvolvimento de uma
metodologia de sintese controlavel para um 6xido,
em termos de fase cristalina, tamanho, distribuicao
de tamanho, entre outros fatores, € mais facil que a
sintese conjunta de forma controlada, a formagao de
heteroestruturas a partir das particulas pré-
formadas, como aqui apresentado, representa um
avango nos estudos de materiais avangados.
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